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L'in vent ion concerne I'applicaticm de couches 
d'un metal precieux sur des corps const itues par un 
seleniure ou un tellurure semi-conducteur d'un me- 
tal bivalent. 

Les composes envisages sont les seleniures et les 
teilurures des met aux Zn, Cd, Hg, Sn et Pb. 

Pour appliquer des couches de metal precieux il 
existe plusieurs procedes, par exemple 1'application 
par vaporisation et 1'application par cuisson de sus- 
pensions d'argent ou de composes d'argent decom- 
posables, ainsi que I'appli cation par voie electroly- 
tique de couches metalliques. 

Pour de telles couches metalliques, la nature du 
contact realise, contact ohmique ou contact redres- 
seur, joiie un role peu important. L'in vent ion per- 
met d'obtenir, dans certaines conditions et d'une 
maniere tres simple, des contacts ohmiques ou des 
contacts redresseurs. 

Suivant Tinvention, les seleniures et les teiluru- 
res precites de metaux bivalents sont places en con- 
tact avec la solution d'un sel elementaire du metal 
precieux, de fag on que des ions du metal bivalent 
so rtent pendant qu'un depot de ce metal se forme 
sur la surface de ces composes. 

Le contact obtenu est ohmique sur un compose 
doue d*une conduction du type p landis qu'il est 
redresseur sur un compose doue d'une conduction 
du type 7i. 

Lorsque, pour realiser des contacts redresseurs, 
les proprietes du metal precieux sont peu avanta- 
geuses, par exemple lorsque sa resistivite est trop 
elevee ou que sa transparence pour certaines lon- 
gueurs d'ondes lumineuses est trop faible, on peut 
enlever entierement ou partiellement ce metal pre- 
cieux et appliquer a sa place un autre metal tel 
que 1'iridium. 

Cette methode est tres simple lorsqu'on utilise 
du mercure. En effet, celui-ci peut etre en 1 eve tres 
facilement apres s'etre depose. 

La concentration ainsi que le degre d'acidite de 
la solution de metal precieux ont peu d'importanee. 
Des solutions a 1/2, 5 et 50 % de sel de metal pre- 
cieux, acidifie ou non, meme jusqu'a une teneur 
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de 20 % en HC1 donnent des resultats identiques. 

Pour la mise en oeuvre, on peut utiliser par 
exemple des solutions AgN0 3 , AuCl 3 , PtCl* et 
RhCl 3 . Des sels dans lesquels I'ion de metal pre- 
cieux se presente sous la forme complexe ne four- 
nissent cependant pas la couche de metal precieux 
desiree. Des solutions de sels d'Ag et Au don- 
nent deja a la temperature ambiante une couche 
presentant une bonne adherence. Lors du traite- 
ment au moyen d'une solution de sels de Pt et de 
Rh, il est desirable de recourir pendant queiques 
minutes a un leger chauffage, par exemple jusqu'a 
50°. 

Exemple 2. — Une plaquette constituee par du 
CdTe doue d'une conduction de type p est recou- 
verte, sur ses deux faces, d'un contact d'or en y 
appliquant une solution a 10 % d'AuCl 3 en laissant 
reagir cette solution pendant environ 1 minute et 
en ringant ensuite. Meme aux basses tensions les 
contacts obtenus ne presentent pas de comporte- 
ment ohmique. Un resultat analogue est obtenu 
avec une solution de 0,5 % d'AuCl 3 meme lorsque 
celle-ci est acidifiee par de Tacide chlorhydrique 
jusqu'a 20 % par exemple. 

Exemple 2. — Sur une plaquette semblable a 
celle decrite dans Texemple 1, on applique une 
goutte d'une solution a 5 % de RhCl 3 . 

Apres un chauffage, pendant queiques minutes, 
a environ 50° et un rincage, on obtient un con- 
tact de rhodium a caractere ohmique. Un resultat 
analogue s'obtient avec une solution a 10 % de 
PtCU acidifiee par de Facide chlorhydrique, jus- 
qu'a 20$ , ou non acidifiee. 

Exemple 3. — Une plaquette constituee par du 
HgSe doue d'une conduction de type p est pourvue 
d'un contact d'or par Taction d'une goutte d'une 
solution a 10.% d'AuCl 3 . 

Exemple 4. — Une plaquette de cristal de CdTe 
doue d'une conduction de type n comportant envi- 
ron 3 X 10 1T porteurs de charge par centimetre 
cube est pourvue, sur une de ses faces, d'un con- 
tact ohmique par application d'indium par fusion 
dans une atmosphere d'azote contenant 10 % d'hy- 
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drogene. L'autre face de la plaquette est traitee par 
une solution a 10f f <TAgN0 3 . Apres une minute 
(Taction de la solution un depot d'une couche d'ar- 
gent s'est produit 

On a ainsi obtenu un redresseur a caracteristique 
courant-tension semblable a celle representee sur 
la fig, 1. 

Lorsqu'elle est eclairee, sous environ 2 700 lux. 
au moyen d'une iampe a ruban de tungstene (.tem- 
perature de couleur 2 800 K°) la couche d'argent 
fournit une force electromotrice et/ou un courant 
photo-electriques. L'intensite du courant de court- 
circuit est de 140 fiA et, pour une resistance infinie. 
sa tension est de 395 mV. 

Corame le montre la fig. 2. qui indique les varia- 
tions de la force electromotrice et du courant photo- 
electriques en fonction de la longueur d'onde de la 
lumiere incidente. la sensibSite de la ceflnle ainsi 
constituee passe par un maximum pour une lon- 
gueur d'onde d'environ 7 800 A. 

Exemple 5. — Sur une plaquette de CdTe doue 
d'une conduction du type n et d'une resistivite de 
0.1 CI cm, on applique une couche d'or par un 
traitement au moyen d'une solution d'AuQ 3 -La- 
dite couche est enlevee au moyen d'une solution de 
cyan ure de potassium, apres quoi on applique a sa 
place une couche d'iridium assez mince pour que 
80 % de la lumiere visible soit transmise a travers 
cette deraiere couche. Inexperience montre qu*avec 
la cellule photo-electrique ainsi constituee on peut 
obtenir un courant de court-circuit dont Pintensite 



est cinq fois plus clevce que ceile obtenue avec une 
electrode d'or. 

RESUME 

1° Procede duplication d'une couche de metal 
precieux sur un corps constitue par un seleniure ou 
un tellurure semi-conducteur d'un metal bivalent, 
caracterise par le fait que Ton place le corps en 
contact avec une solution d'un sel elementaire du 
metal precieux et qu'on laisse ce metal se deposer. 
tandis que le metal bivalent passe en solution. 

2° Formes de realisation du procede specific 
sous 1°. pouvant presenter en outre les particu- 
larites suivantes, prises separement ou selon les 
di verses combinaisons possibles : 

ff. La couche de metal precieux est enlevee. par 
exemple dans des solutions; 

6. Le metal precieux precipite est du mercure et 
la couche de mercure est enlevee par voie meca- 
nique; 

c. Apres renlevement du metal precieux, on 
applique un autre metal a sa place, par vaporisa- 
tion notamment. 

3° Systeme d'electrodes a semi-conducteur, no- 
tamment cellule photo-electrique, transisteur ou 
diode a cristaL realises par la mise en oeuvre du 
procede specific sous 1° et 2°. 
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